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Metoda pro uréovani difuzni délky minoritnich nosiéu proudu
v kiemikovych destickach mérenim povrchového fotonapéti

Measurement of diffusion length of minority carriers in silicon wafers by the surface photovoltage
method
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Pfedmluva

Obdobné mezinarodni normy

ASTM F391-96 Standard Test Methods for Minority Carrier Diffusion Length in Extrinsic Semiconductors by
Measurement of Steady-State Surface Photovoltage

(Standardni testovaci metody méreni difizni délky minoritnich nosi¢i v extrinsickych polovodicich



metodou stacionarniho povrchového fotonapéti)

EN 50513 Solar wafers - Data sheet and product information for crystalline silicon wafers for solar cell
manufacturing

(Desticky pro slunecni ¢lanky - Katalogové udaje a informace o destickach z krystalického kfemiku
pro vyrobu slune¢nich ¢lankd.)

Porovnani s mezinarodnimi normami

Americkd norma ASTM F391-96 je vhodna pouze pro kfemikové desticky, jejichz tloustka je alespon
Ctyrikrat vétsi, nez difuzni délka minoritnich nosi¢l proudu. Norma 36 4639 je oproti tomu
aplikovatelna na kifemikové desticky libovolné v praxi pouzivané tloustky.

Evropska norma EN 50513 zavadi méreni doby Zivota minoritnich nosicd sledovanim relaxace
fotovodivosti generované laserem pomoci mikrovinného zareni (m-PCD) a metodou kvasistacionarni
fotovodivosti (QSSPC). Obé metody davaji vysledky méreni silné ovlivnéné Upravou povrchu

a povrchovou rekombinaci, intenzitou zareni generujiciho signal, hloubkou jeho priniku a tloustkou
vzorku. V pripadé metody mPCD je vysledek ovlivnén také vlastnostmi pouzitého mikrovinného zareni
a vodivosti méreného kfemiku. Relaxace signalu po excitaci musi probihat monoexponencialng, coz
byva malokdy splnéno. Vyhodou je vSak moznost proskenovat v kratkém Case cely vzorek.Obé
metody jsou vhodné spiSe pro porovnavaci méreni, kdy musi byt vedlejsi parametry ovliviaujici méreni
zafixovany.

Oproti metodam m-PCD a QSSPC jmenovanym vySe prinasi metoda povrchového fotonapéti podle
této normy tyto vyhody: Poskytuje vice informaci, protoze umoznuje urcit difizni délku minoritnich
nosicl, cozZ je parametr zahrnujici jak dobu Zivota téchto nosicd, tak i jejich pohyblivost. Pracuje se
zarenim o malé intenzité a vysledky nejsou proto ovlivnény intenzitou zareni z monochromatoru nebo
z filtrd. Rozdilny prinik zareni odliSnych vinovych délek svétla do polovodice vysledky nezkresluje
jako v metodé m-PCD, ale pfi méreni se vyuZziva. Protoze se pracuje v rezimu nasyceného signalu,
relaxacni procesy nehraji roli. Zavislost signalu na malém poctu parametrd dovoluje vyuzit metodu
pro absolutni méreni difuzni délky.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikalni fakulta, IC 00216208, Doc. RNDr. Jif{
TousSek, CSc.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 127 Solarni energie a lasery

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Jitka Prochazkova

1 Rozsah platnosti

Tato norma stanovi zasady méreni difizni délky minoritnich nosicd proudu v kfemikovych destickach.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



